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図.1典型的な波形
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Z=SO 9.512 Z=20 2.678 
z=BO 6.88 z=40 3.76 







ラズマフォーカス装置を用いて DLC薄膜を成膜することに成功し、 lショットあたり 100nm 
の DLC膜を堆積させることができた。今後は、 DLC膜の成膜条件の最適化を行っていく必
要がある。
(3）プロジェクト成果
本年度は特許・企業・技術移転に直接結びつく技術開発には至らなかったが、半導体用の
p型ドーパント用のイオンビーム源の開発のメドがたった。今後、ビーム純度、ビームの均
一性などのイオンビームの性能を向上させ 半導体へのイオン注入効果を実証することがで
きれば、本フ。ロジェクトで開発された大電流パルスイオンビーム発生技術は技術移転や企業化
に結びつく可能性がある。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
本研究の目的である半導体へのパルスイオン注入技術、および材料表面処理技術の実用化
に向けて今年度は p型ドーパント用の大電流ノミノレス金属イオンビーム発生に成功した。これま
でのプロジェクト研究により、イオンビームの性能向上の問題はあるが、半導体用の n型と p
型の両ドーパントに対する大電流ノ《ルスイオンビームの発生に成功した。今後、イオンビームの
性能向上ために装置改良を行い、 n型と p型の両ドーパントに対するイオンビーム発生技術が確
立されれば、新しいイオン注入技術であるパルスイオン注入法の基礎的研究がさらに進み、炭化
ケイ素デ、バイス実現への流れが一層加速され、炭化ケイ素は次世代半導体としての材料としての
期待度はさらに高まることになる。
(5）利用施設
なし
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